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Jedn¹ z†najsilniej rozwijanych obecnie
przez Epsona grup uk³adÛw s¹ niskonak³a-
dowe ASIC-i, oparte na trzech nieco odmien-
nych technologiach: Gate Array, Standard
Cell i†Embedded Array (rys. 1). Celem firmy
Epson jest oferowanie taÒszych uk³adÛw, al-
ternatywnych dla ìprawdziwychî uk³adÛw
ASIC i†FPGA, przy maksymalnym uproszcze-
niu cyklu projektowego i†ograniczeniu nak³a-
dÛw uøytkownika na narzÍdzia niezbÍdne do
wykonania kompletnego projektu i†przepro-
wadzenia niezbÍdnych symulacji.

Uk³ady wykonane w technologii Gate
Array mog¹ byÊ stosowane w nisko i†úred-
nionak³adowej produkcji modu³Ûw cyfro-
wych, dla ktÛrych koszt realizacji w†kla-
sycznych strukturach programowalnych
(CPLD lub FPGA) jest zbyt wysoki. Matryce
Gate Array s¹ zbudowane z†podstawowych
bramek logicznych wykonywanych w†stan-
dardowym cyklu technologicznym bez po-
³¹czeÒ miÍdzy nimi. DziÍki temu uøytkow-
nik moøe zbudowaÊ praktycznie dowoln¹
strukturÍ logiczn¹ projektuj¹c maskÍ po³¹-

czeÒ pomiÍdzy bramka-
mi. Ten sposÛb projek-
towania jest zbliøony
do pro jektowania
ìprawdziwychî ASIC-
Ûw, lecz znacznie od
niego taÒszy, co pozwa-
la traktowaÊ uk³ady Ga-
te Array jako alternaty-
wÍ uk³adÛw FPGA dla
krÛtkich serii produk-
cyjnych.

Technologia Stan-
dard Cell jest znacznie
bardziej ìelastycznaî od
Gate Array, a†to dziÍki
moøliwoúci zintegrowa-
nia w†jednej strukturze
pÛ³przewodnikowej blo-

kÛw analogowych i†cyfrowych. Projektant
uk³adu realizowanego w†tej technologii moøe
korzystaÊ z†gotowych makrofunkcji zarÛwno
analogowych (PLL, przetworniki A/C i†C/A,
wzmacniacze, filtry), jak i†cyfrowych (bloki
pamiÍci RAM i†ROM, 32-bitowy procesor
RISC, itp.).

Ostatnie z†oferowanych przez Epsona -
uk³ady w technologii Embedded Array - s¹
zbliøone strukturalnie do Gate Array, lecz
rÛøni¹ siÍ od nich znacznie przebiegiem
cyklu projektowania. Najpierw projektant
uk³adu okreúla zbiÛr modu³Ûw (makrofun-
kcji), z†ktÛrych zamierza korzystaÊ, nastÍp-
nie produkowane s¹ struktury zawieraj¹ce
wszystkie wybrane modu³y bez wzajemnych
po³¹czeÒ (rys. 2). W†tym samym czasie do-
konywana jest kompleksowa analiza projek-
tu i†usuwane s¹ b³Ídy. Na koÒcu tego pro-
cesu wykonywane s¹ maski po³¹czeÒ po-
miÍdzy modu³ami oraz maski po³¹czeÒ dla
matrycy logicznej Gate Array, w†ktÛrej im-
plementowane s¹ bloki logiczne nie ujÍte
w†standardowych bibliotekach oferowanych

przez Epsona. Obecnie s¹ dostÍpne 22 go-
towe makrofunkcje o†rÛønorodnym zastoso-
waniu, m.in.: 8-bitowy mikroprocesor, prze-
tworniki C/A i†A/C, kontrolery LCD, PLL,
zegary RTC, interfejsy I2C, IrDA, USB i†Et-
hernet i†wiele innych.

W†tab. 1 przedstawiamy uproszczone
zestawienie najwaøniejszych parametrÛw
i†w³aúciwoúci trzech przedstawionych grup
uk³adÛw.
Andreas Wehr,
Product Marketing Engineer w firmie Epson

Przedstawicielem Epsona w†Polsce jest
firma Eurodis (tel. (0-71) 675-741).

Katalog podzespo³Ûw firmy Epson znaj-
duje siÍ na p³ycie CD-EP8.

Noty katalogowe uk³adÛw Gate Array
firmy Epson znajduj¹ siÍ na p³ycie
CD-EP02/2000 w†katalogu \Epson, dostÍp-
ne s¹ takøe w†Internecie pod adresem:
http://www.epson-electronics.de/product/
asic/asic.htm.

Dotychczasowe publikacje
w†EP dotycz¹ce firmy Epson
mog³y wyrobiÊ o†tej firmie
opiniÍ producenta uk³adÛw
zegarkowych oraz szerokiej

gamy oscylatorÛw kwarcowych
w†przerÛønych wersjach. Jest to

prawda po³owiczna, o†czym
staramy siÍ Was przekonaÊ

tym artyku³em.
W†pierwszej czÍúci

przedstawimy skrÛtowe
zestawienie ASIC-Ûw

oferowanych przez firmÍ Epson,
a†najciekawsz¹ ich rodzinÍ -

SLA (Gate Array) -
przedstawimy w†kolejnym

numerze EP.

ASIC w wydaniu firmy Epson,
część 1

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów układów ASIC firmy Epson.
Gate Array

Rodzina Technologia Liczba Liczba Napięcie Propagacja dla
bramek wyprowadzeń zasilania bramki NAND [ns]

SLA60K 0,25µm maks. 850k maks. 548 2V (min. 1,8V) 3V, 3,3V, 5V 0,1

SLA50K 0,35µm maks. 815k maks. 548 2V (min. 1,8V) 3V, 3,3V, 5V 0,14

SLA40K 0,45µm 28k..411k 116..480 2V, 3V, 3,3V, 5V 0,16

SLA35K 0,6µm 41k..162k 108..208 3V, 3,3V, 5 0,25

SLA30K 0,6µm 18k..216k 128..376 3V, 3,3V, 5V 0,25

SLA9KF 1,0µm 2,8k..44k 80..256 3V, 3,3V, 5V 0,3

Standard CellStandard CellStandard CellStandard CellStandard Cell

Rodzina Technologia Liczba Liczba Napięcie Propagacja dla
bramek wyprowadzeń zasilania bramki NAND [ns]

SCB60K 0,25µm maks. 850k maks. 548 2V (min. 1,8V) 3V, 3,3V, 5V 0,1

SCB50K 0,35µm maks. 815k maks. 548 2V (min. 1,8V) 3V, 3,3V, 5V 0,14

Embedded Array

Rodzina Technologia Możliwości

SSL60K 0,25µm Jak SLA60K

SSL50K 0,35µm Jak SLA50K

SSL40K 0,45µm Jak SLA40K

SSL35K 0,6µm Jak SLA35K

Rys. 1. Rys. 2.


